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Elektrische Eigenschaften

Hdchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Rickwérts-
Spitzensperrspannung

Vorwarts-StoRRspitzensperrspannung

Rickwarts-Sto3spitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchla3spannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Ziindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Haltestrom

Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom
Zundverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand fir beidseitige
Kuhluna

fur anodenseitige Kuhlung

fur kathodenseitige Kiihlung
Ubergangs-Wéarmewiderstand
Héchstzul.Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Si-Elemente mit Druckkontakt
AnpreRkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchteklasse
Schwingfestigkeit

Mafbild, anliegend

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current
surge current

I*t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

holding current
latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case for
two-sided cooling

for anode-sided cooling
for cathode-sided cooling
thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
Si-pellet with pressure contact

clamping force
weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance

outline, attached

1 = -40°C....t; ma

1 = -40°C...ty{ max

1 = +25°C...tyj max

t; = 85°C

t; = 62°C

tj=25°C, t, =10 ms

ty = tyjmax: o = 10 Ms

tj=25°C, t, =10 ms

ty = tyjmax: o = 10 Ms

DIN IEC 747-6, v, = 10V, f=50 Hz
icm=1 A, dig/dt = 1 Alus

tj = tyjmax: Vp = 0,67% Vpry

5. Kennbuchstabe / 5th letter F

tyj = tymax, it = 4,5 KA

= tjmax

= tjmax

tj=25°C,vp=6V
tj=25°C,vp=6V

tj = tyjmax VD =6V

tj = tyjmaxs Vo = 0,5 Vprm
t;=25°C,vp=6V,Ra=2 W
t;=25°C,Vp =6V, Rex? 10W
iom = 1A, dig/dt =1 Alps, ty =20 ps
tj = tjmax, Vo= Vorms VR = VRrM
DIN IEC 747-6

t=25°C, igm = 1 A, dig/dt = 1 Alus
i = tymaxs Itm = ltavm

Vem = 100V, Vou = 0,67 Vpru
dvp/dt = 20 V/ps, -di/dt = 10 Alus
4. Kennbuchstabe / 4th letter O

Q =180° el, sin

DC

Q =180° el, sin

DC

Q =180° el, sin

DC
beidseitig/two-sided
einseitig/one-sided

DIN 40040
f=50Hz

VDRM 1 VRRM

VDSM

Virsm = Vrrm

ITRMSM

ITA\/M

ITSM

1t

(dir/dt)c,

(dv/dt)

Ip, Ir

tga

ty

RthJC

RthJC(A)
RthJC(K)
RthCK
tw max

t op

tslg

T 1099 N

1200 1400 V
1600 1800
1200 1400 V
1600 1800
13001500 V
1700 1900
2350 A
1100 A
1500 A
23 kA
20 kA
2,645 .10° A’s
2.10° A%
250 Alus
1000 Vips
max. 2,04 V
09V
0,25 mw
max. 250 mA
max. 2V
max. 20 mA
max. 10 mA
max. 300 mA
max. 1500 mA
max. 250 mA
max. 4 us
typ. 200 ps
max. 0,023 °C/W
max. 0,021 °C/W
max. 0,0395 °C/W
max. 0,0375 °C/W
max. 0,05 °C/W
max. 0,048 °C/W
max. 0,0035 °C/W
max. 0,007 °C/W
125 °C
-40...+125 °C
-40...+150 °C
16...32 kN
typ. 520 g
32 mm
C
50 m/s?

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den
zugehdorigen Technischen Erlauterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in
combination with the belonging technical notes.
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